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HOGHASTIGHETSELEKTRONIK FFF115
High Speed Devices

Antal hogskolepoing: 7,5. Betygsskala: TH. Niva: A (Avancerad nivd). Huvudomrade:
Teknik. Undervisningssprik: Kursen ges pa begiran pa engelska. Valfri f6r: E4, E4hn,
F4, F4hn, F4nf, MNAV1, MSOC2, N4hn. Kursansvarig: Prof. Lars-Erik Wernersson,
Lars-Erik.Wernersson@ftf.lth.se och Dr. Erik Lind, Erik.Lind@ftf.Ith.se, Fysik,
kurslaboratoriet. Forutsatta forkunskaper: FFF021 Halvledarfysik eller FFF110 Process-
och komponentteknologi. Prestationsbedémning: Skriftlig examen och godkind rapport.
Hemsida: hetp://wwwgu.ftf.Ith.se/Courses/FFF115.html.

Syfte

Modern elektronik sisom mobila och satellitbaserade kommunikationssystem bygger pa
design av hoghastighetskomponenter. Denna kurs ticker den fundamentala designen av
heterostrukturerna i nyckelkomponenter i etablerade och kommande teknologier. Den
innehéller grundliggande modellering av DC och AC egenskaperna f6r HBTer och
HFETar men dven specifikt nanoelektroniska exempel som tunneldioder och ballistiska
komponenter. Forelisningarna kommer att bygga pa en matematisk beskrivning av
transportegenskaperna i komponenterna, medan aktuella komponenter kommer att

presenteras som exempel.
Mal

Kunskap och forstielse
For godkind kurs skall studenten

« kunna beskriva operationen av en transistor

« kunna forklara designprinciperna for HBTer och HFETar
« kunna berikna prestandan f6r aktuella komponenter

« kunna relatera prestandan till materialegenskaper

« kunna skilja pa ballistisk respektive diffusiv transport

Firdighet och formdiga
For godkind kurs skall studenten

+ kunna utvirdera olika teknologier i termer av prestanda
« kunna konstruera optimerade komponenter

« kunna vilja material for en given komponent


http://wwwgu.ftf.lth.se/Courses/FFF115.html

+ kunna anvinda CAD-verktyg for simulering

Virderingsformdga och forhillningssitt
For godkind kurs skall studenten

- forstd kopplingen mellan materialegenskaper och komponentprestanda
- inse behovet av fortsatt miniatyrisering samt utveckling av alternativa teknologier
« ha erfarenhet av att soka information fran forskningsdatabaser

Innehall

Heterostrukeurer i halvledarmaterialX materialegenskaper och transportekvationer.

Heterostruktur-filteffekttransistorn ¥ grundliggande och avancerade modeller, fysikaliska
egenskaper. DC och AC modeller for transistorn samt parasiter.

Heterostruktur-bipolira transistorn K heterostrukturdesign och bastransportdynamik. DC

och AC modeller f6r transistorn och dess parasiter.
Skalningsteori f6r HBTer och HFETar.
Resonanta-tunneldioder samt ballistiska FETar.
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